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光と電波の両方の特性を持つテラヘルツ波は多くの分子の指紋周波数領域に対応するため, 情

報通信や医療など多岐にわたる分野での応用が期待される一方,量子カスケードレーザ等の電子

系テラヘルツ光源では温度上昇時の動作特性の向上に困難性がある. 我々の探索するフォノン系

エネルギー構造を用いた吸収・輻射機構では, 現在までに u-GaAs表面の金属ストライプ構造から

の LO フォノン共鳴による 8.5THz 程度の電気双極子吸収・輻射を観測した 1. 一方で，利得生成

のために LO モード生成と価電子帯間遷移の量子干渉に基づく吸収低減による輻射強度増加手法

が考えられるが, ここでは1018 cm3程度以上の高い正孔密度が求められる. 直接遷移半導体では

光励起による高密度正孔の生成は困難と考えられ, また生成された電子によるプラズモンはフォ

ノンとの結合(LOPC)モードを形成するため LO での鋭い輻射は得られない. このため間接遷移型

半導体が有効であると考えられる. 今回1 × 1018  cm3の電子密度を有する n-GaP/Au 表面ストライ

プ構造の形成によって吸収・輻射特性を観測した. 本構造の赤外反射の偏光特性及び熱励起発光

測定結果を図 1, 2 に示す. この試料において LOPC モード形成が抑制された LO 共鳴による赤外

吸収・輻射が得られた. 図 1 から LO モードでの強い吸収ディップにおいて p 偏光入射のみで生

じるポラリトンを観測し, 図 2から u-GaAsと比較し謙遜のない LOモード共鳴での輻射を得た.  
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